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Pixel et son procédé de commande.

Pixel et son procédé de commande
La présente description concerne un pixel (2)
comprenant : un noeud de détection (SN) ; un premier tran-
sistor (26) normalement passant connecté entre le noeud

de détection (SN) et un rail (12) d'application d'un premier ' B
potentiel (VDD) ; et un deuxiéme transistor (23) dont la grille VDB S
est connectée au noeud de détection (SN).
Figure pour l'abrégé: Fig. 2 7
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Description

Titre de l'invention : Pixel et son procédé de commande

Domaine technique

La présente description concerne de fagon générale les circuits €lectroniques, et plus
particulierement un pixel d'un capteur d'image.
Technique antérieure

On connait des capteurs d'image comprenant des pixels. La dynamique d'un pixel
d'un capteur d'image est dépendante du potentiel maximal, en valeur absolue, qui peut
étre fourni au pixel pour polariser les transistors du pixel et pour commander ces
transistors. Plus particulierement, en augmentant le potentiel maximal fourni a un
pixel, on peut augmenter sa dynamique mais on augmente également sa
consommation. Ainsi, en fonction de I'application visée, un compromis doit étre trouvé
entre la dynamique maximale des pixels du capteur et la consommation des pixels du
capteur.

Résumé de l'invention

Il existe un besoin de pallier tout ou partie des inconvénients des pixels connus, en
particulier, il serait souhaitable d'augmenter la dynamique d'un pixel sans augmenter le
potentiel maximal fourni au pixel, ou de diminuer la consommation d'un pixel sans
réduire sa dynamique.

Un mode de réalisation pallie tout ou partie des inconvénients des pixels connus.

Un mode de réalisation prévoit un pixel comprenant : un noeud de détection ; un
premier transistor normalement passant connecté entre le noeud de détection et un rail
d'application d'un premier potentiel ; et un deuxieme transistor dont la grille est
connectée au noeud de détection.

Selon un mode de réalisation, le drain du deuxieme transistor est relié, de préférence
connecté, audit rail.

Selon un mode de réalisation, le pixel comprend en outre : une zone photosensible,
de préférence une photodiode pincée ; et un dispositif de transfert de charges connecté
entre ladite zone et le noeud de détection.

Selon un mode de réalisation, le dispositif est une grille de transfert.

Selon un mode de réalisation, la source du deuxi€éme transistor est reli€ée a un noeud
de lecture du pixel.

Selon un mode de réalisation, le pixel comprend en outre un troisieme transistor
connecté entre la source du deuxieme transistor et le noeud de lecture.

Un autre mode de réalisation prévoit un procédé comprenant une étape d'initialisation

d'un noeud de détection d'un pixel consistant a appliquer un premier potentiel sur la
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grille d'un premier transistor normalement passant du pixel, le premier transistor étant
connecté entre un rail au premier potentiel et le noeud de détection, et la grille d'un

deuxieme transistor du pixel étant connectée au noeud de détection.
Selon un mode de réalisation, le drain du deuxieme transistor est relié, de préférence

connecté, audit rail.

Selon un mode de réalisation, le pixel comprend en outre une zone photosensible, et
un dispositif de transfert de charge, de préférence un grille de transfert, connecté entre
ladite zone et le noeud de détection.

Selon un mode de réalisation, la source du deuxi€éme transistor est reli€ée a un noeud
de lecture du pixel, de préférence par un troisicme transistor connecté entre la source
du deuxieme transistor et le noeud de lecture.

Selon un mode de réalisation, le premier transistor est un transistor a canal enterré
comprenant de préférence une région dopée du méme type que sa source et son drain,
ladite région s'étendant sous la grille, depuis la source jusqu'au drain.

Selon un mode de réalisation, les transistors sont des transistors MOS a canal N.

Selon un mode de réalisation, les transistors sont des transistors MOS a canal P.

Un autre mode de réalisation prévoit un capteur d'image comprenant : une pluralité
de pixels tels que décrits ; et un premier circuit configuré pour appliquer, lors d'une
étape d'initialisation du noeud de détection, le premier potentiel a la grille du premier
transistor.

Selon un mode de réalisation, le capteur comprend en outre un deuxiéme circuit
configuré pour fournir le premier potentiel audit rail et au premier circuit.

Breve description des dessins

Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres, seront exposés en détail dans la
description suivante de modes de réalisation particuliers faite a titre non limitatif en
relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

[fig.1] la figure 1 représente, de maniere schématique et sous forme de blocs, un
mode de réalisation d'un capteur d'image ; et

[fig.2] la figure 2 représente, sous la forme d'un circuit, un mode de réalisation d'un
pixel.

Description des modes de réalisation

De mémes éléments ont été désignés par de mémes références dans les différentes
figures. En particulier, les éléments structurels et/ou fonctionnels communs aux
différents modes de réalisation peuvent présenter les mémes références et peuvent
disposer de propriétés structurelles, dimensionnelles et matérielles identiques.

Par souci de clarté, seuls les étapes et €léments utiles a la compréhension des modes

de réalisation décrits ont €t€ représentés et sont détaillés. En particulier, les étapes des
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procédés de commande connus des pixels d'un capteur, les circuits de lecture connus
des pixels d'un capteur, et les applications ou dispositifs électroniques dans lesquels
peut €tre prévu un capteur d'image n'ont pas été détaillés, les modes de réalisation
décrits étant compatibles avec les étapes de ces procédés de commande connus, ces
circuits de lecture connus et ces applications ou dispositifs connus.

Sauf précision contraire, lorsque 1'on fait référence a deux éléments connectés entre
eux, cela signifie directement connectés sans éléments intermédiaires autres que des
conducteurs, et lorsque 1'on fait référence a deux éléments reliés ou couplés entre eux,
cela signifie que ces deux éléments peuvent étre connectés ou €tre reliés ou couplés par
l'intermédiaire d'un ou plusieurs autres €léments.

Dans la description qui suit, lorsque 1'on fait référence a des qualificatifs de position
absolue, tels que les termes "avant”, "arricre”, "haut", "bas", "gauche", "droite", etc., ou
relative, tels que les termes "dessus”, "dessous”, "supérieur”, "inférieur”, etc., ou a des
qualificatifs d'orientation, tels que les termes "horizontal", "vertical", etc., il est fait
référence sauf précision contraire a 'orientation des figures.

Sauf précision contraire, les expressions "environ", "approximativement”, "sen-
siblement", et "de 1'ordre de" signifient a 10 % pres, de préférence a 5 % pres.

La figure 1 représente schématiquement, sous forme de blocs, un mode de réalisation
d'un capteur d'image 1.

Le capteur 1 comprend une pluralité de pixels 2, par exemple organisés en une
matrice 3 de lignes 4 de pixels 2 et de colonnes 5 de pixels 2. Dans cet exemple, la
matrice 3 comprend trois lignes 4 et trois colonnes 5, donc neuf pixels 2, bien que, en
pratique, une telle matrice puisse comprendre plusieurs milliers, voire plusieurs
millions de pixels 2.

Le capteur 1 comprend un circuit 6 de commande des pixels 2. Le circuit 6 est
configuré pour fournir des signaux de commande 7 a chaque pixel 2 du capteur 1. De
préférence, comme cela est représenté de maniere schématique, le circuit 6 fournit les
mémes signaux de commande 7 a tous les pixels d'une méme ligne 4. En particulier,
I'un des signaux de commande 7 permet de sélectionner une ligne 4 donnée,
c'est-a-dire simultanément tous les pixels 2 de cette ligne 4. Lorsqu'un pixel 2 est sé-
lectionné, cela revient en pratique a le relier électriquement a au moins un noeud ou
rail 8 de lecture, généralement commun a tous les pixels d'une méme colonne 5. Dans
cet exemple, chaque pixel 2 peut €tre reli€ a un unique rail 8 correspondant, commun a
tous les pixels 2 d'une méme colonne 5.

Le capteur 1 comprend également un circuit 9 de lecture des pixels 2. Le circuit 9 est
connecté a tous les rails 8 pour recevoir, pour chaque colonne 5, un signal de sortie du
pixel 2 de cette colonne 5 qui est sélectionné par le circuit 6. Le circuit 9 fourni alors

un signal OUT, par exemple un signal numérique, représentatif de la lumiere regue par
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chacun des pixels 2 de la ligne 4 sélectionnée.

Un circuit de traitement, non représenté, est configuré pour reconstruire une image a
partir des signaux OUT qu'il regoit du circuit 9 lorsque le circuit 6 sélectionne, les unes
apres les autres, toutes les lignes 5 du capteur 1.

Le capteur 1 comprend un circuit 10 configuré pour fournir, par exemple a partir
d'une source d'alimentation électrique 11 telle qu'une batterie, un potentiel VDD et un
potentiel de référence, typiquement la masse GND. Les potentiels VDD et GND sont
notamment fournis a des rails conducteurs d'alimentation respectivement 12 et 13.

Les circuits 6 et 9 sont connectés aux rails 12 et 13 pour étre alimentés élec-
triquement. En outre, le circuit 6 utilise les potentiels VDD et GND pour fournir des
signaux de commande 7 binaires dont un premier état binaire, par exemple '1',
correspond a I'un des potentiels VDD et GND, par exemple au potentiel VDD, et dont
un deuxieme €tat binaire, par exemple '0', correspond a 'autre de ces potentiels, par
exemple le potentiel de masse GND.

Bien que cela ne soit pas représenté en figure 1, chaque pixel 2 est relié, de
préférence connecté, aux rails 12 et 13 pour €tre alimenté, notamment pour polariser
des transistors du pixel.

Le circuit 10 peut fournir un ou plusieurs autres potentiels (non représentés), par
exemple un potentiel négatif, & un autre rail conducteur ou noeud. Ces autres potentiels
correspondent par exemple a un €tat binaire '0' ou '1" d'un signal de commande 7, par
exemple, un signal 7 dont 1'état '1' correspond au potentiel VDD et dont 1'état '0'
correspond a un autre potentiel que le potentiel de référence GND.

On considere ici que tous les potentiels fournis par le circuit 10 et recus par les pixels
2 sont référencés par rapport au potentiel de masse GND. On considere en outre que le
potentiel VDD, par exemple positif, est, en valeur absolue, le plus haut niveau de
potentiel fourni aux pixels 2. Le potentiel VDD est alors le potentiel maximal dans le
capteur 1, et en particulier dans les pixels 2.

La consommation du capteur 1 est li€e au potentiel maximal VDD, cette
consommation augmentant avec la valeur absolue du potentiel VDD.

La figure 2 représente, de manicre schématique et sous la forme d'un circuit, un mode
de réalisation d'un pixel, par exemple d'un pixel 2 du capteur de la figure 1. Dans cet
exemple, le pixel 2 est un pixel a quatre transistors, couramment appelé pixel 4T.

Le pixel 2 comprend une zone photosensible PD. La zone photosensible PD est
configurée pour que des charges y soient générées et accumulées lorsqu'elle recoit de
la lumiere, c'est-a-dire des photons. Dans cet exemple, la zone photosensible PD est
une photodiode pincée bien que la zone photosensible puisse étre différente d'une
photodiode pincée, par exemple étre une photogrille ("photogate" en anglais). La

photodiode PD & une de ses bornes reliée, de préférence connectée, a un rail ou noeud
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d'alimentation, c'est-a-dire un rail ou noeud d'application d'un potentiel d'alimentation,
et une autre de ses bornes reliée a un noeud de détection SN par un dispositif 21 de
transfert de charges. Une borne de commande du dispositif 21 est reliée, de préférence
connectée, a un rail ou noeud 22 d'application d'un signal de commande TG. Le signal
TG correspond par exemple a 1'un des signaux 7 fournis par le circuit 6 du capteur 1
(figure 1).

Dans cet exemple ou les charges photogénérées utiles du pixel 2 sont des électrons,
I'anode de la photodiode PD est reliée, de préférence connectée, au rail 13 d'application
du potentiel de référence GND, sa cathode étant reliée au noeud SN par une grille de
transfert 21 connectée au noeud 22. Plus particulierement, la grille de transfert 21
s'étend entre une région dopée de type N formant tout ou partie de la cathode de la
photodiode PD, et une région dopée de type N correspondant, au moins en partie, au
noeud SN.

Le pixel 2 comprend un transistor MOS 23, dans cet exemple a canal N, dont la grille
est reliée, de préférence connectée au noeud SN. Le transistor 23 est couramment dit "a
source suiveuse" ("source follower" en anglais). Une premiere borne de conduction du
transistor 23, dans cet exemple son drain, est reliée, de préférence connectée, a un rail
ou noeud d'alimentation, c'est-a-dire un rail ou noeud d'application d'un potentiel
d'alimentation, dans cet exemple le rail ou noeud 12 d'application du potentiel VDD.
Une deuxie¢me borne de conduction du transistor 23, dans cet exemple sa source, est
reliée a un rail ou noeud de lecture du pixel 2, dans cet exemple un rail 8 de lecture
(figure 1).

Plus particulicrement, le transistor 23 est reli€ au rail 8 par l'intermédiaire d'un
transistor MOS 24, dans cet exemple a canal N. Les bornes de conduction du transistor
24 sont respectivement reliées, de préférence connectées, au transistor 23, ici a la
source du transistor 23, et au rail 8 de lecture. La grille, ou borne de commande, du
transistor 24 est reliée, de préférence connectée, a un rail ou noeud 25 d'application
d'un signal de commande RD. Le signal RD correspond par exemple a 1'un des signaux
7 fournis par le circuit 6 du capteur 1 (figure 1), et plus particulierement au signal
permettant de sélectionner tous les pixels 2 d'une méme ligne 4.

Le pixel 2 comprend un transistor MOS 26, dans cet exemple a canal N. Les bornes
de conduction du transistor 26 sont reli€ées, de préférence connectées, respectivement
aurail 12 et au noeud SN. La grille du transistor 26 est reli€e, de préférence connectée,
a un rail ou noeud 27 d'application d'un signal de commande RST. Par exemple, le
signal RST correspond a 1'un des signaux 7 fournis par le circuit 7 du capteur 1 (figure
D).

Dans ce mode de réalisation, contrairement aux pixels 4T connus, le transistor 26 est

configuré pour €tre normalement passant ("normally on" en anglais). Dit autrement,
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cela signifie que, pour un potentiel de z€éro volt appliqué sur sa source, sur sa grille, et,
dans le cas d'un transistor sur substrat massif, sur son caisson, le transistor 26 est
passant. Dit encore autrement, pour un transistor MOS a canal N, cela signifie que sa
tension de seuil est négative, et, pour un transistor MOS a canal P, cela signifie que sa
tension de seuil est positive.

Un exemple de transistor configuré pour €tre normalement passant est un transistor
dans lequel, sous la grille du transistor, la zone ou région de formation de canal
s'étendant de la source jusqu'au drain du transistor comprend une région dopée du
méme type de conductivité que la source et le drain, cette région s'étendant de la source
jusqu'au drain du transistor. La zone de formation de canal peut méme étre enticrement
dopée du méme type de conductivité que les régions de drain et de source qu'elle
sépare 1'une de l'autre. Un tel transistor est couramment appelé transistor a canal
enterré ("burried channel” en anglais) du fait que, a I'état passant du transistor, entre la
source et le drain du transistor, les charges circulent en profondeur, et non pas juste
sous la surface de l'isolant de grille. Un tel transistor est aussi appelé transistor MOS a
appauvrissement ("depletion mode transistor” en anglais). Ce type de transistor peut
étre réalisé dans et/ou sur un substrat semiconducteur massif. Ce type de transistor peut
aussi étre réalisé dans et/ou sur une couche semiconductrice d'une structure de type
SOI ("Semiconductor On Insulator").

Un exemple de transistor configuré pour €tre normalement passant est un transistor
réalisé dans et/ou sur une couche semiconductrice de type SOI, notamment une couche
semiconductrice mince dont la faible épaisseur, par exemple inférieure a 20 nm,
entraine que le transistor est completement déplété (FDSOI — "Fully Depleted SOI"),
un potentiel de polarisation, par exemple fourni par le circuit 10 (figure 1) étant
appliqué a la grille arriere du transistor, c'est-a-dire a la région ou au matériau disposé
au contact de la couche isolante de la structure SOI, du c6té opposé a la région de
formation de canal, pour que le transistor soit normalement passant.

Le fonctionnement du pixel 2 est le suivant.

Lors d'une phase d'initialisation du noeud SN, le transistor 26 est commuté a 1'état
passant. Ainsi, le potentiel VDD du rail 12, correspondant ici au potentiel de drain du
transistor 26, par exemple 3,5 V, se retrouve sur la source du transistor 26, donc sur le
noeud SN.

Pour que le transistor 26, dont la tension de seuil est négative dans cet exemple,
commute a I'état passant, le signal RST est commuté a un potentiel tel que la tension
grille-source, Vgs, du transistor 26 soit supérieure a sa tension de seuil. Ce potentiel est
par exemple fourni par le circuit 10 au circuit 6 (figure 1). De préférence, le signal
RST est commuté au potentiel VDD, ce qui revient a avoir une tension Vgs et une

tension grille-drain, Vgd, nulles.
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Plus généralement, pendant la phase d'initialisation du noeud SN, le signal RST est
maintenu a un potentiel de signe opposé a celui de la tension de seuil du transistor 26,
ou, de facon préférentiel, a un potentiel identique au potentiel sur le drain du transistor
26, la tension Vgd étant alors nulle.

De préférence, pendant la phase d'initialisation, le transistor 21 est maintenu a 1'état
bloqué. Ainsi, le noeud SN est isolé électriquement de la photodiode PD. La fagon
dont peut étre initialisée la zone photosensible PD, c'est-a-dire la fagon de vider la zone
PD de toutes les charges photogénérées qui pourraient s'y trouver, est a la portée de
I'homme du métier et ne sera pas détaillée ici.

A la fin de la phase d'initialisation du noeud SN, le transistor 26 est commuté a 1'état
bloqué. Pour que le transistor 26, dont la tension de seuil est négative dans cet
exemple, soit commuté a 1'état bloqué, le signal RST est commuté a un potentiel bas tel
que la tension Vgs du transistor 26 soit inférieure a sa tension de seuil. Ce potentiel est
par exemple fourni par le circuit 10 au circuit 6, de sorte que le circuit 6 génere le
signal RST. De préférence, ce potentiel est, en valeur absolue, inférieur au potentiel
VDD, par exemple égal a 0 V.

En outre, ce potentiel est tel que le transistor 26 reste bloqué quand des charges ac-
cumulées dans la zone PD seront transférées sur le noeud SN. Dans cet exemple, ce
transfert de charges peut faire diminuer le potentiel du noeud SN au maximum jusqu'au
potentiel de déplétion de la photodiode PD, par exemple 1,5 V. 1l suffit alors que le
potentiel bas du signal RST soit tel que le potentiel de déplétion du canal du transistor
26, c'est-a-dire le potentiel dans la région de formation de canal du transistor 26, soit
inférieur au potentiel de déplétion de la photodiode PD, donc au potentiel minimal du
noeud SN, lorsque le potentiel bas du signal RST est appliqué a la grille du transistor
26.

Pendant une phase de lecture, le transistor 24 est commuté a 1'état passant, par
exemple en commutant le signal RD du potentiel GND (transistor 24 bloqué) au
potentiel VDD. Cela revient a sélectionner le pixel 2. Un premier potentiel repré-
sentatif du potentiel initial, ou potentiel d'initialisation, du noeud SN se retrouve alors
sur le rail 8 de lecture.

Le dispositif 21 est ensuite rendu passant et les charges photogénérées qui se sont ac-
cumulées dans la zone PD depuis le début de la phase d'intégration sont transférées
vers le noeud SN. La variation du potentiel du noeud SN qui en résulte est repré-
sentative de la lumiere recue par le pixel 2 pendant la phase d'intégration et entraine
une variation correspondante du potentiel du rail 8 de lecture qui se retrouve a un
deuxieme potentiel. La différence entre les premier et deuxieme potentiels (CDS —
double échantillonnage corrélé) est représentative de la lumiere regue par le pixel 2

pendant la phase d'intégration.
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On comprend que la dynamique du pixel 2 est liée a I'amplitude maximale de la
variation du potentiel du noeud SN, donc a la valeur absolue du potentiel VDD. En
effet, dés que la quantité de charges photogénérées transférées a la fin d'une période
d'intégration entraine une variation maximale du potentiel du noeud SN par rapport a
son potentiel d'initialisation VDD, il n'est plus possible de distinguer cette quantité de
charges photogénérées d'une quantité plus importantes de charges photogénérées qui
serait transférée vers le noeud SN, par exemple lors apres une autre phase d'intégration,
du fait qu'elle entrainerait la méme variation maximale du potentiel du noeud SN.

Dans un pixel 4T ou le transistor 26 serait un transistor normalement bloqué et dans
lequel le signal RST serait au potentiel VDD lors de la phase d'initialisation, le
potentiel d'initialisation du noeud SN serait au plus égal au potentiel VDD moins la
tension de seuil du transistor 26. Ainsi, dans un pixel a transistor 26 normalement
bloqué, la variation maximale du potentiel du noeud SN serait plus faible que celle du
pixel 2, pour une valeur donnée du potentiel VDD. Autrement dit, 1a quantité
maximale de charges photogénérées transférées entrainant une variation maximale du
potentiel du noeud SN, c'est-a-dire la quantité maximale de charges photogénérées dé-
tectable par le pixel, serait plus faible que celle du pixel 2, pour une valeur donnée du
potentiel VDD. Pour une valeur donnée du potentiel VDD, donc une consommation
donnée, le pixel 2 a une dynamique plus grande qu'un pixel similaire a transistor 26
normalement bloqué.

Pour obtenir la méme dynamique dans un pixel 2 et dans un pixel similaire a
transistor 26 normalement bloqué, il faudrait que, lors de la phase d'initialisation, le
signal RST du pixel a transistor 26 normalement bloqué soit a un potentiel VDD1 égal
au potentiel VDD plus la tension de seuil du transistor 26 normalement bloqué, donc a
un potentiel VDD1 supérieur au potentiel VDD. Il en résulterait que, pour une méme
dynamique, la consommation du pixel 2 serait plus faible que celle d'un pixel similaire
a transistor 26 normalement bloqué. Il en résulterait en outre une complexification du
pixel a transistor 26 normalement bloqué par rapport au pixel 2, du fait de la prévision
d'un rail d'alimentation supplémentaire.

A titre d'exemple, le potentiel VDD et/ou le potentiel haut du signal RST (transistor
26 passant) sont égaux a environ 3,5 V ou a environ 2,5 V, de préférence a 3,5 V ou
2,5 V. Le potentiel bas du signal RST (transistor 26 bloqué) est par exemple égal a 0 V
pour une tension de seuil du transistor 26 égale a -1 V.

On a décrit ci-dessus en relation avec les figures 1 et 2, un mode de réalisation d'un
pixel 4T dans lequel le transistor 26 permettant d'initialiser le potentiel le noeud de
détection 26 du pixel, ou transistor d'initialisation 26, est normalement passant. Dans
des variantes de réalisation non illustrées, un transistor d'initialisation normalement

passant peut tre prévu dans d'autres types de pixels qu'un pixel 4T, en y procurant les



[0062]

[0063]

mémes avantages en termes de consommation et/ou de dynamique. Par exemple, on
peut prévoir un transistor d'initialisation normalement passant dans un pixel a ob-
turation globale, c'est-a-dire un pixel d'un capteur d'image a obturation globale.

Divers modes de réalisation et variantes ont été décrits. L homme de I’art
comprendra que certaines caractéristiques de ces divers modes de réalisation et
variantes pourraient étre combinées, et d’autres variantes apparaitront a 1’homme de
I’art. En particulier, 'homme du métier est en mesure d'adapter les modes de réa-
lisation et variantes décrits ci-dessus au cas de pixels réalisés avec des transistors a
canal P et/ou au cas de pixels réalisés avec des transistors d'une filiere ou d'une
technologie autre que la technologie ou filiecre MOS.

Enfin, la mise en oeuvre pratique des modes de réalisation et variantes décrits est a la
portée de I’homme du métier a partir des indications fonctionnelles données ci-dessus.
En particulier, la réalisation pratique du transistor 26 normalement passant, notamment
le choix de sa tension de seuil et des potentiels haut et bas du signal RST, et plus géné-
ralement la réalisation pratique de pixels comprenant un tel transistor, est a la portée de
I'homme du métier a partir des indications fonctionnelles données ci-dessus. Par
ailleurs, la génération, par exemple par le circuit 10, des potentiels haut et bas du signal
RST permettant maintenir le transistor 26 respectivement passant et bloqué, est a la

portée de 'homme du métier.
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Revendications

Pixel (2) comprenant :

un noeud de détection (SN) ;

un premier transistor (26) normalement passant connecté entre le noeud
de détection (SN) et un rail (12) d'application d'un premier potentiel
(VDD) ; et

un deuxieme transistor (23) dont la grille est connectée au noeud de
détection (SN).

Pixel selon la revendication 1, dans lequel le drain du deuxi¢me
transistor (23) est relié, de préférence connecté, audit rail (12).

Pixel selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre :

une zone photosensible (PD), de préférence une photodiode pincée ; et
un dispositif (21) de transfert de charges connecté entre ladite zone (PD)
et le noeud de détection (SN).

Pixel selon la revendication 3, dans lequel ledit dispositif (21) est une
grille de transfert.

Pixel selon 'une quelconque des revendications 1 a 4, dans lequel la
source du deuxieme transistor (26) est reliée a un noeud (8) de lecture
du pixel (2).

Pixel selon la revendication 5, comprenant en outre un troisicme
transistor (24) connecté entre la source du deuxi¢me transistor (23) et le
noeud (8) de lecture.

Procédé comprenant une étape d'initialisation d'un noeud de détection
(SN) d'un pixel (2) consistant a appliquer un premier potentiel (VDD)
sur la grille d'un premier transistor (26) normalement passant du pixel
(2), le premier transistor (26) étant connecté entre un rail (12) au
premier potentiel (VDD) et le noeud de détection (SN), et la grille d'un
deuxieme transistor (23) du pixel (2) étant connectée au noeud de
détection (SN).

Procédé selon la revendication 7, dans lequel le drain du deuxiéme
transistor (23) est relié, de préférence connecté, audit rail (12).

Procédé selon la revendication 7 ou 8 dans lequel :

le pixel (2) comprend en outre une zone photosensible (PD), et un
dispositif (21) de transfert de charge, de préférence une grille de
transfert, connecté entre ladite zone (PD) et le noeud de détection (SN).
Procédé selon 1'une quelconque des revendications 7 a 9, dans lequel la

source du deuxieme transistor (23) est reliée a un noeud (8) de lecture
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11

du pixel (2), de préférence par un troisieme transistor (24) connecté
entre la source du deuxieme transistor (23) et le noeud (8) de lecture.
Pixel selon 1'une quelconque des revendications 1 a 6, dans lequel le
premier transistor (26) est un transistor a canal enterré comprenant de
préférence une région dopée du méme type que sa source et son drain,
ladite région s'étendant sous la grille, depuis la source jusqu'au drain.
Pixel selon l'une quelconque des revendications 1 a 6 et 11, dans lequel
les transistors (23, 24, 26) sont des transistors MOS a canal N.

Pixel selon l'une quelconque des revendications 1 a 6 et 11, dans lequel
les transistors (23, 24, 26) sont des transistors MOS a canal P.

Capteur d'image (1) comprenant :

une pluralité de pixels (2) selon 1'une quelconque des revendications 1 a
6,11,12et13 et

un premier circuit (6) configuré pour appliquer, lors d'une étape
d'initialisation du noeud de détection (SN), le premier potentiel (VDD) a
la grille du premier transistor (23).

Capteur selon la revendication 14 comprenant en outre un deuxieme
circuit (10) configuré pour fournir le premier potentiel (VDD) audit rail

(12) et au premier circuit (6).
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